Zvst: Z10=-j*Z*cotg (l; Z1k=j*Z*tg (l; Z=((L/C); Priebeh: Z10: LCLC {L=L//C, C=L+C}, vieme realizovat kapaciti a indukcnost (PP, PZ, kapacitny dazdnik)  Z1k: CLCL {L – hore, C – dole} vieme realizovat idealny izolator {kovovy vlnovod} TLMENIE: el. kratke ved., el. konecnej dlzky ved., el. dlhe ved., prakticky nekonecne dlhe ved., Nekonecne ved: Z10=Z*cotgh (l; Z1k=Z*tgh (l; Kratke ved: |(l|<<1; Z10=Z*1/(l=1/(G+jwC)l; Z1k=Z*(l=(R+jwL)l; ODRAZY: koef. odrazu napatia: ry; +U=1/2(U1+ZI1)exp(-(x); U-=1/2(U1-ZI1)exp((x); ry=U-/U+=(Z2-Z)/(Z2+Z)*exp(-2(y); rk=(Z2-Z)/(Z2+Z); koef. odrazu prudu: ryi=-ry; Ak ry=0 bez odrazove, ry=1 uplny odraz -> |rk|=1; Totalna reflexia: |rk|=1; rk=(Z2-Z)/(Z2+Z); Z=X+jY; (x2-x)2+(y2-y)2=(+)2+(+)2; 1/ x2,y2=0 nakratko 2/ x2,y2=( naprazdno 3/ y,x2=0 vf ved. |rk|>1 1/ x2=0 a y2=-ky k>0; Vzorce: +U+U-=1/2(U2+ZI2)*exp((y) * (1+rk*exp[-2(y]); +I+I-=1/(2Z)*(U2+ZI2)*exp((y)*(1-rk*exp[-2(y]) VIAC ODRAZOV: rz=(Zv-Z)/(Zv+Z); rz‘=U-x=0/U+x=0=(Z1-Z)/(Z1+Z); U1=U(1+rk*exp(-2(l)+rz*rk*exp(-2(l)+..); U2=U*exp(-(l)*(1+rk+rz*rk*exp(-3)+..); U1/U2=[1+rk*exp(-2(l)]/[(1+rk)*exp(-(l)]; 1+rk=2*Z2/(Z2+Z); Ak Z2->( rk=1, Z2->0 rk=-1; vf=2*lx/(t; HV ako IMP. TRANSF: Uy=U2*cosh (y+ZI2*sinh (y; Iy=I2*cosh (y+U2/Z*sinh (y; Z1=U1/I1=Z*(1+ry=0)/(1-ry=0)=Z*(1+rk)/(1-rk); SMITH diagram: Zy=Z*(1+ry)/(1-ry); Zy/Z=(y=X+j(=[1+exp(-2*{t+ju})]/[1-exp(-2*{t+ju})]; t – charakter tlmenia; u – charak. fazoveho posunu; S_RYCHLOST: 2 fun.: ux=U1*exp(-(1*x)*cos(w1t-(1x-(2); u(t)x=2Uexp(-(x)*cos{t*(w1-w2)/2-x*((1-(2)/2+(2/2}*cos{(+)-(+)-}; vg=vs=(w1-w2)/( (1-(2); vs=vg – pod. pre neskresleny prenos; 

VEDENIA: A/ vzdusne {telefonne, vedenia vvn, G vedenia} B/ metalicke {symetricke – nf nepupinov., nf pupinov, vf; nesymetricke – mikro koaxialne, male koax, stredne koax, podmorske koax} C/ telekom. metalicke vlnovody D/ telekom. dielektricke vlnovody E/ supravodive koax. Nesymetricke NEDKONALOSTI VED: a/ nehomogenity primarnych parametrov RLCG b/ nesymetrie ciastkovych kapacit, zvodov, odporov a indukcnosti Opatrenia: vo vyrobe (vhodny vyber materialu, merania pri medzivyrobe) po ukonceni vyroby (alokacia vyrobnych dlzok) 1/ Priecne nesymetrie (ciastkovych kapacit a zvodov) 2/ Pozdlzne nesymetrie (ciastkovych odporov a induktivnych vazieb) PRESLUCH: a/ priamy – ciastkove nesymetrie pricina vzniku b/ nepriamy – okrem nesymetrie posobi aj dalsi faktor 1/ presluch na blizkom konci, odraz od zariadenia, prenos signalu cez vedenie 2/ sig sa prenesie na koniec, odrazi sa vlna, vznikne presluch na vzdialenom konci 3/ prenos sig cez I vednie, odraz, vlna cez kompenzacny kondenzator 4/ presluch cez tretri obvod Kapacitne nesymetrie a ich kondenzatorove vyrovnavanie: 1/ nesymetria zemnych kapacit okruhov e1-e3 sposobuju hluk 2/ nesymetrie efekt ciastkovych kapacit v ramci jednej stvorky k1-k3 sposobuju presluch v ramci 1 storky 3/ nesymetria efekt cistkovych kapacit medzi susednymi stvorkami – sposobuju presluch medzi susednymi stvorkami

Zvst: Z10=-j*Z*cotg (l; Z1k=j*Z*tg (l; Z=((L/C); Priebeh: Z10: LCLC {L=L//C, C=L+C}, vieme realizovat kapaciti a indukcnost (PP, PZ, kapacitny dazdnik)  Z1k: CLCL {L – hore, C – dole} vieme realizovat idealny izolator {kovovy vlnovod} TLMENIE: el. kratke ved., el. konecnej dlzky ved., el. dlhe ved., prakticky nekonecne dlhe ved., Nekonecne ved: Z10=Z*cotgh (l; Z1k=Z*tgh (l; Kratke ved: |(l|<<1; Z10=Z*1/(l=1/(G+jwC)l; Z1k=Z*(l=(R+jwL)l; ODRAZY: koef. odrazu napatia: ry; +U=1/2(U1+ZI1)exp(-(x); U-=1/2(U1-ZI1)exp((x); ry=U-/U+=(Z2-Z)/(Z2+Z)*exp(-2(y); rk=(Z2-Z)/(Z2+Z); koef. odrazu prudu: ryi=-ry; Ak ry=0 bez odrazove, ry=1 uplny odraz -> |rk|=1; Totalna reflexia: |rk|=1; rk=(Z2-Z)/(Z2+Z); Z=X+jY; (x2-x)2+(y2-y)2=(+)2+(+)2; 1/ x2,y2=0 nakratko 2/ x2,y2=( naprazdno 3/ y,x2=0 vf ved. |rk|>1 1/ x2=0 a y2=-ky k>0; Vzorce: +U+U-=1/2(U2+ZI2)*exp((y) * (1+rk*exp[-2(y]); +I+I-=1/(2Z)*(U2+ZI2)*exp((y)*(1-rk*exp[-2(y]) VIAC ODRAZOV: rz=(Zv-Z)/(Zv+Z); rz‘=U-x=0/U+x=0=(Z1-Z)/(Z1+Z); U1=U(1+rk*exp(-2(l)+rz*rk*exp(-2(l)+..); U2=U*exp(-(l)*(1+rk+rz*rk*exp(-3)+..); U1/U2=[1+rk*exp(-2(l)]/[(1+rk)*exp(-(l)]; 1+rk=2*Z2/(Z2+Z); Ak Z2->( rk=1, Z2->0 rk=-1; vf=2*lx/(t; HV ako IMP. TRANSF: Uy=U2*cosh (y+ZI2*sinh (y; Iy=I2*cosh (y+U2/Z*sinh (y; Z1=U1/I1=Z*(1+ry=0)/(1-ry=0)=Z*(1+rk)/(1-rk); SMITH diagram: Zy=Z*(1+ry)/(1-ry); Zy/Z=(y=X+j(=[1+exp(-2*{t+ju})]/[1-exp(-2*{t+ju})]; t – charakter tlmenia; u – charak. fazoveho posunu; S_RYCHLOST: 2 fun.: ux=U1*exp(-(1*x)*cos(w1t-(1x-(2); u(t)x=2Uexp(-(x)*cos{t*(w1-w2)/2-x*((1-(2)/2+(2/2}*cos{(+)-(+)-}; vg=vs=(w1-w2)/( (1-(2); vs=vg – pod. pre neskresleny prenos; 
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Zvst: Z10=-j*Z*cotg (l; Z1k=j*Z*tg (l; Z=((L/C); Priebeh: Z10: LCLC {L=L//C, C=L+C}, vieme realizovat kapaciti a indukcnost (PP, PZ, kapacitny dazdnik)  Z1k: CLCL {L – hore, C – dole} vieme realizovat idealny izolator {kovovy vlnovod} TLMENIE: el. kratke ved., el. konecnej dlzky ved., el. dlhe ved., prakticky nekonecne dlhe ved., Nekonecne ved: Z10=Z*cotgh (l; Z1k=Z*tgh (l; Kratke ved: |(l|<<1; Z10=Z*1/(l=1/(G+jwC)l; Z1k=Z*(l=(R+jwL)l; ODRAZY: koef. odrazu napatia: ry; +U=1/2(U1+ZI1)exp(-(x); U-=1/2(U1-ZI1)exp((x); ry=U-/U+=(Z2-Z)/(Z2+Z)*exp(-2(y); rk=(Z2-Z)/(Z2+Z); koef. odrazu prudu: ryi=-ry; Ak ry=0 bez odrazove, ry=1 uplny odraz -> |rk|=1; Totalna reflexia: |rk|=1; rk=(Z2-Z)/(Z2+Z); Z=X+jY; (x2-x)2+(y2-y)2=(+)2+(+)2; 1/ x2,y2=0 nakratko 2/ x2,y2=( naprazdno 3/ y,x2=0 vf ved. |rk|>1 1/ x2=0 a y2=-ky k>0; Vzorce: +U+U-=1/2(U2+ZI2)*exp((y) * (1+rk*exp[-2(y]); +I+I-=1/(2Z)*(U2+ZI2)*exp((y)*(1-rk*exp[-2(y]) VIAC ODRAZOV: rz=(Zv-Z)/(Zv+Z); rz‘=U-x=0/U+x=0=(Z1-Z)/(Z1+Z); U1=U(1+rk*exp(-2(l)+rz*rk*exp(-2(l)+..); U2=U*exp(-(l)*(1+rk+rz*rk*exp(-3)+..); U1/U2=[1+rk*exp(-2(l)]/[(1+rk)*exp(-(l)]; 1+rk=2*Z2/(Z2+Z); Ak Z2->( rk=1, Z2->0 rk=-1; vf=2*lx/(t; HV ako IMP. TRANSF: Uy=U2*cosh (y+ZI2*sinh (y; Iy=I2*cosh (y+U2/Z*sinh (y; Z1=U1/I1=Z*(1+ry=0)/(1-ry=0)=Z*(1+rk)/(1-rk); SMITH diagram: Zy=Z*(1+ry)/(1-ry); Zy/Z=(y=X+j(=[1+exp(-2*{t+ju})]/[1-exp(-2*{t+ju})]; t – charakter tlmenia; u – charak. fazoveho posunu; S_RYCHLOST: 2 fun.: ux=U1*exp(-(1*x)*cos(w1t-(1x-(2); u(t)x=2Uexp(-(x)*cos{t*(w1-w2)/2-x*((1-(2)/2+(2/2}*cos{(+)-(+)-}; vg=vs=(w1-w2)/( (1-(2); vs=vg – pod. pre neskresleny prenos; 

VEDENIA: A/ vzdusne {telefonne, vedenia vvn, G vedenia} B/ metalicke {symetricke – nf nepupinov., nf pupinov, vf; nesymetricke – mikro koaxialne, male koax, stredne koax, podmorske koax} C/ telekom. metalicke vlnovody D/ telekom. dielektricke vlnovody E/ supravodive koax. Nesymetricke NEDKONALOSTI VED: a/ nehomogenity primarnych parametrov RLCG b/ nesymetrie ciastkovych kapacit, zvodov, odporov a indukcnosti Opatrenia: vo vyrobe (vhodny vyber materialu, merania pri medzivyrobe) po ukonceni vyroby (alokacia vyrobnych dlzok) 1/ Priecne nesymetrie (ciastkovych kapacit a zvodov) 2/ Pozdlzne nesymetrie (ciastkovych odporov a induktivnych vazieb) PRESLUCH: a/ priamy – ciastkove nesymetrie pricina vzniku b/ nepriamy – okrem nesymetrie posobi aj dalsi faktor 1/ presluch na blizkom konci, odraz od zariadenia, prenos signalu cez vedenie 2/ sig sa prenesie na koniec, odrazi sa vlna, vznikne presluch na vzdialenom konci 3/ prenos sig cez I vednie, odraz, vlna cez kompenzacny kondenzator 4/ presluch cez tretri obvod Kapacitne nesymetrie a ich kondenzatorove vyrovnavanie: 1/ nesymetria zemnych kapacit okruhov e1-e3 sposobuju hluk 2/ nesymetrie efekt ciastkovych kapacit v ramci jednej stvorky k1-k3 sposobuju presluch v ramci 1 storky 3/ nesymetria efekt cistkovych kapacit medzi susednymi stvorkami – sposobuju presluch medzi susednymi stvorkami

Zvst: Z10=-j*Z*cotg (l; Z1k=j*Z*tg (l; Z=((L/C); Priebeh: Z10: LCLC {L=L//C, C=L+C}, vieme realizovat kapaciti a indukcnost (PP, PZ, kapacitny dazdnik)  Z1k: CLCL {L – hore, C – dole} vieme realizovat idealny izolator {kovovy vlnovod} TLMENIE: el. kratke ved., el. konecnej dlzky ved., el. dlhe ved., prakticky nekonecne dlhe ved., Nekonecne ved: Z10=Z*cotgh (l; Z1k=Z*tgh (l; Kratke ved: |(l|<<1; Z10=Z*1/(l=1/(G+jwC)l; Z1k=Z*(l=(R+jwL)l; ODRAZY: koef. odrazu napatia: ry; +U=1/2(U1+ZI1)exp(-(x); U-=1/2(U1-ZI1)exp((x); ry=U-/U+=(Z2-Z)/(Z2+Z)*exp(-2(y); rk=(Z2-Z)/(Z2+Z); koef. odrazu prudu: ryi=-ry; Ak ry=0 bez odrazove, ry=1 uplny odraz -> |rk|=1; Totalna reflexia: |rk|=1; rk=(Z2-Z)/(Z2+Z); Z=X+jY; (x2-x)2+(y2-y)2=(+)2+(+)2; 1/ x2,y2=0 nakratko 2/ x2,y2=( naprazdno 3/ y,x2=0 vf ved. |rk|>1 1/ x2=0 a y2=-ky k>0; Vzorce: +U+U-=1/2(U2+ZI2)*exp((y) * (1+rk*exp[-2(y]); +I+I-=1/(2Z)*(U2+ZI2)*exp((y)*(1-rk*exp[-2(y]) VIAC ODRAZOV: rz=(Zv-Z)/(Zv+Z); rz‘=U-x=0/U+x=0=(Z1-Z)/(Z1+Z); U1=U(1+rk*exp(-2(l)+rz*rk*exp(-2(l)+..); U2=U*exp(-(l)*(1+rk+rz*rk*exp(-3)+..); U1/U2=[1+rk*exp(-2(l)]/[(1+rk)*exp(-(l)]; 1+rk=2*Z2/(Z2+Z); Ak Z2->( rk=1, Z2->0 rk=-1; vf=2*lx/(t; HV ako IMP. TRANSF: Uy=U2*cosh (y+ZI2*sinh (y; Iy=I2*cosh (y+U2/Z*sinh (y; Z1=U1/I1=Z*(1+ry=0)/(1-ry=0)=Z*(1+rk)/(1-rk); SMITH diagram: Zy=Z*(1+ry)/(1-ry); Zy/Z=(y=X+j(=[1+exp(-2*{t+ju})]/[1-exp(-2*{t+ju})]; t – charakter tlmenia; u – charak. fazoveho posunu; S_RYCHLOST: 2 fun.: ux=U1*exp(-(1*x)*cos(w1t-(1x-(2); u(t)x=2Uexp(-(x)*cos{t*(w1-w2)/2-x*((1-(2)/2+(2/2}*cos{(+)-(+)-}; vg=vs=(w1-w2)/( (1-(2); vs=vg – pod. pre neskresleny prenos; 

VEDENIA: A/ vzdusne {telefonne, vedenia vvn, G vedenia} B/ metalicke {symetricke – nf nepupinov., nf pupinov, vf; nesymetricke – mikro koaxialne, male koax, stredne koax, podmorske koax} C/ telekom. metalicke vlnovody D/ telekom. dielektricke vlnovody E/ supravodive koax. Nesymetricke NEDKONALOSTI VED: a/ nehomogenity primarnych parametrov RLCG b/ nesymetrie ciastkovych kapacit, zvodov, odporov a indukcnosti Opatrenia: vo vyrobe (vhodny vyber materialu, merania pri medzivyrobe) po ukonceni vyroby (alokacia vyrobnych dlzok) 1/ Priecne nesymetrie (ciastkovych kapacit a zvodov) 2/ Pozdlzne nesymetrie (ciastkovych odporov a induktivnych vazieb) PRESLUCH: a/ priamy – ciastkove nesymetrie pricina vzniku b/ nepriamy – okrem nesymetrie posobi aj dalsi faktor 1/ presluch na blizkom konci, odraz od zariadenia, prenos signalu cez vedenie 2/ sig sa prenesie na koniec, odrazi sa vlna, vznikne presluch na vzdialenom konci 3/ prenos sig cez I vednie, odraz, vlna cez kompenzacny kondenzator 4/ presluch cez tretri obvod Kapacitne nesymetrie a ich kondenzatorove vyrovnavanie: 1/ nesymetria zemnych kapacit okruhov e1-e3 sposobuju hluk 2/ nesymetrie efekt ciastkovych kapacit v ramci jednej stvorky k1-k3 sposobuju presluch v ramci 1 storky 3/ nesymetria efekt cistkovych kapacit medzi susednymi stvorkami – sposobuju presluch medzi susednymi stvorkami

Zvst: Z10=-j*Z*cotg (l; Z1k=j*Z*tg (l; Z=((L/C); Priebeh: Z10: LCLC {L=L//C, C=L+C}, vieme realizovat kapaciti a indukcnost (PP, PZ, kapacitny dazdnik)  Z1k: CLCL {L – hore, C – dole} vieme realizovat idealny izolator {kovovy vlnovod} TLMENIE: el. kratke ved., el. konecnej dlzky ved., el. dlhe ved., prakticky nekonecne dlhe ved., Nekonecne ved: Z10=Z*cotgh (l; Z1k=Z*tgh (l; Kratke ved: |(l|<<1; Z10=Z*1/(l=1/(G+jwC)l; Z1k=Z*(l=(R+jwL)l; ODRAZY: koef. odrazu napatia: ry; +U=1/2(U1+ZI1)exp(-(x); U-=1/2(U1-ZI1)exp((x); ry=U-/U+=(Z2-Z)/(Z2+Z)*exp(-2(y); rk=(Z2-Z)/(Z2+Z); koef. odrazu prudu: ryi=-ry; Ak ry=0 bez odrazove, ry=1 uplny odraz -> |rk|=1; Totalna reflexia: |rk|=1; rk=(Z2-Z)/(Z2+Z); Z=X+jY; (x2-x)2+(y2-y)2=(+)2+(+)2; 1/ x2,y2=0 nakratko 2/ x2,y2=( naprazdno 3/ y,x2=0 vf ved. |rk|>1 1/ x2=0 a y2=-ky k>0; Vzorce: +U+U-=1/2(U2+ZI2)*exp((y) * (1+rk*exp[-2(y]); +I+I-=1/(2Z)*(U2+ZI2)*exp((y)*(1-rk*exp[-2(y]) VIAC ODRAZOV: rz=(Zv-Z)/(Zv+Z); rz‘=U-x=0/U+x=0=(Z1-Z)/(Z1+Z); U1=U(1+rk*exp(-2(l)+rz*rk*exp(-2(l)+..); U2=U*exp(-(l)*(1+rk+rz*rk*exp(-3)+..); U1/U2=[1+rk*exp(-2(l)]/[(1+rk)*exp(-(l)]; 1+rk=2*Z2/(Z2+Z); Ak Z2->( rk=1, Z2->0 rk=-1; vf=2*lx/(t; HV ako IMP. TRANSF: Uy=U2*cosh (y+ZI2*sinh (y; Iy=I2*cosh (y+U2/Z*sinh (y; Z1=U1/I1=Z*(1+ry=0)/(1-ry=0)=Z*(1+rk)/(1-rk); SMITH diagram: Zy=Z*(1+ry)/(1-ry); Zy/Z=(y=X+j(=[1+exp(-2*{t+ju})]/[1-exp(-2*{t+ju})]; t – charakter tlmenia; u – charak. fazoveho posunu; S_RYCHLOST: 2 fun.: ux=U1*exp(-(1*x)*cos(w1t-(1x-(2); u(t)x=2Uexp(-(x)*cos{t*(w1-w2)/2-x*((1-(2)/2+(2/2}*cos{(+)-(+)-}; vg=vs=(w1-w2)/( (1-(2); vs=vg – pod. pre neskresleny prenos; 

VEDENIA: A/ vzdusne {telefonne, vedenia vvn, G vedenia} B/ metalicke {symetricke – nf nepupinov., nf pupinov, vf; nesymetricke – mikro koaxialne, male koax, stredne koax, podmorske koax} C/ telekom. metalicke vlnovody D/ telekom. dielektricke vlnovody E/ supravodive koax. Nesymetricke NEDKONALOSTI VED: a/ nehomogenity primarnych parametrov RLCG b/ nesymetrie ciastkovych kapacit, zvodov, odporov a indukcnosti Opatrenia: vo vyrobe (vhodny vyber materialu, merania pri medzivyrobe) po ukonceni vyroby (alokacia vyrobnych dlzok) 1/ Priecne nesymetrie (ciastkovych kapacit a zvodov) 2/ Pozdlzne nesymetrie (ciastkovych odporov a induktivnych vazieb) PRESLUCH: a/ priamy – ciastkove nesymetrie pricina vzniku b/ nepriamy – okrem nesymetrie posobi aj dalsi faktor 1/ presluch na blizkom konci, odraz od zariadenia, prenos signalu cez vedenie 2/ sig sa prenesie na koniec, odrazi sa vlna, vznikne presluch na vzdialenom konci 3/ prenos sig cez I vednie, odraz, vlna cez kompenzacny kondenzator 4/ presluch cez tretri obvod Kapacitne nesymetrie a ich kondenzatorove vyrovnavanie: 1/ nesymetria zemnych kapacit okruhov e1-e3 sposobuju hluk 2/ nesymetrie efekt ciastkovych kapacit v ramci jednej stvorky k1-k3 sposobuju presluch v ramci 1 storky 3/ nesymetria efekt cistkovych kapacit medzi susednymi stvorkami – sposobuju presluch medzi susednymi stvorkami

